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1  主要用途及主要特点 

1.1  主要用途 

S2XM2505N500L为采用硅外延工艺制造的N沟道增强型500V高压功率VDMOS场效应晶体管，封装的成品管主要应

用于电机调速、逆变器、不间断电源、电子开关、高保真音响、汽车电器、平板电视、LED照明和电子镇流器等。 

1.2  主要特点 

●  500V,4A， N Channel 

●  100% 管芯测试 

2  芯片数据 

芯片示意图 芯片尺寸(含划片槽)  
2.505mm×2.505mm 

98.6mil×98.6mil 

 

 

硅片直径（㎜） Φ150 

理论有效管芯数（只） 2521 

芯片厚度（µm）（推荐） 265±20 

划片道尺寸（µm） 60 

键合区面积 (µm
2
) 

栅区 418×300 

源区 1745×1550 

正面电极金属 
金属 铝 

厚度(µm) 4 ± 0.4 
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3.2  电参数 
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参数名称 符号 测试条件 
规范值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

漏源击穿电压 BVDSS VGS=0V，ID=250μA 500 540 - V 

栅极开启电压 VTH VGS=VDS，ID=250μA 2 3 4 V 

漏源漏电流 IDSS VDS=500V，VGS=0V - - 1 μA 

导通电阻 RDS(on) VGS=10V，ID=2.0A - 1.3 1.5 Ω 

栅源漏电流 IGSS VGS=±30V，VDS=0V - - ±100 nA 

漏源二极管正向压降 VFSD IS=4.0A，VGS=0V - 0.85 0.95 V 

跨导 gfs VDS=15V,ID=2A,dID=0.2A 2 - - S 

 

 

 

 

 

 

注意事项： 

 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 25±5℃，湿度≤45%； 

 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准； 

 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息

是否完整和更新； 

 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安

全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。 

 本产品为 ESD 敏感产品，推荐在划片时水中通 CO2,封装和使用过程中注意 ESD 防护。 
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